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Verwendung: Silizium-npn-Planar-Epitaxie- L
Transisior fur Breitband-, NF- und HF-Ver- SF 024
starker sowie mittelschnelle Schaltstufen

Abmessungen: Bauform B 3/25 — 3a,

TGL 11 811

Kollektor am Gehduse
Masse = 1 g

Zuldssige Hochstwerte bis @jmax

Ucso = 100 V Ptot
Ucer = 100 V bei #a
Ueeo = 5V Prot
bei Reg = 100 bei #¢
fe = 500mA
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| Min. Typ Max, | MeBbedingungen ;ﬂrapprmuﬂﬂﬂ-
Reststrome
lcso | 100 nA | Uce = 15 V
leBo | 1A Uss — 5V |
Kollektor-Emitter-Spaunnung
Ucer 100 V| lc =1 mA, Ree = 100 |
Sdtligungsspannung
UCE sat |1V lc=5 mA, Iz =5mA |
Ubergongsfrequenz
ir 60 MH:z " Uce = 10 V, lc = 10 mA,
: f = 15 MHZ
Gleichstromverstdrkung
B 18 ‘ 35 A
28 1 B
56 140 C
112 | 280 D
224 1 560 E
450 1120 F

* Nicht fiir Neuentwicklungen
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